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る水熱合成ゼオライトの経緯や TMCTS疎水化処理と UV処理等の原理を説明している。 
第 3章ではゼオライト前駆体の水熱合成の温度依存性と、メソポーラス・ピュアシリカ
低誘電率膜への効果を示している。ゼオライト前駆体の粒度分布は、10 nm近傍と 100 nm
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〔試験の結果の要旨〕 
 
判定 合格 
 
 
学位請求論文の内容および関連する事項として、ゼオライト前駆体の粒度分布と成膜後
のゼオライト含有メソポーラス・ピュアシリカ低誘電率膜の弾性率との相関に関する理解、
遠心分離処理によるゼオライト含有メソポーラス・ピュアシリカ低誘電率膜の電気的信頼
性向上のメカニズム、実用化に向けた課題などに関する口頭試験を行ったところ、本申請
者は、いずれの設問に対しても論理的で明快な説明ができ、また半導体プロセスインテグ
レーション、デバイス化技術に関する十分な基礎知識と見識を有していることが示された。 
従って、本申請者は、博士（工学）の学位を授与するに値する学識を有する者であるこ
とを審査員全員の一致により認めた。 
備考 要旨は、400字程度とし、試験の方法も記載すること。 
